
Fig.1 固相-気相関係(6atm, 770℃) Fig.2 各条件で成長した試料の表面形状 
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[背景] 我々は、InGaN結晶成長中のレーザーの表面における散乱を利用したその場観察を行って

いる。これまでに、平坦性、及び発光特性の優れた高 In 組成 InGaN 結晶を作製するには In 気相

比制御が重要であることがわかっている[1,2]。また、加圧 MOVPE 法を用いて、GaN/Sapphire テ

ンプレート上へ InGaN/GaN 多重量子井戸の高温成長を行っており、成長圧力の増加に伴う InGaN

発光波長の長波長化を報告した[1]。今回、加圧下の成長における気相比の変化に伴う In 取り込み

や発光特性について検討したので、その結果について報告する。 

[実験方法] 加圧 MOVPE 装置を用いて GaN テンプレート上に InGaN/GaN 多重量子井戸の再成長

を行った。ランプヒーターを用いており、サセプター内部に挿入された熱電対で温度制御を行っ

ている。多重量子井戸の井戸層と障壁層の成長時間はそれぞれ 1 分、2 分とし、井戸層における

TMI/(TMG+TMI)気相比を変化させた。成長圧力 6気圧では、成長温度を 770度とし、気相比を 42％

から 87％まで増加させた。V/III 比は各条件で 7200 となるよう、気相比の増加と共にアンモニア

流量を増加させた。評価にはフォトルミネッセンス、蛍光顕微鏡、走査型電子顕微鏡(SEM)、原

子間力顕微鏡、X線回折を用いた。 

[結果及び考察] 6気圧下で成長した多重量子井戸の固相-気相関係を Fig.1に示す。Fig.1 に示す様

に気相比 77％と 87％の試料において、固相比 32％の高 In組成 InGaN結晶の作製に成功した。そ

の表面形状は Fig.2 の様に馬蹄状のピットが見られるものの、減圧下の成長に見られる表面荒れは

発生していない。この表面荒れは緑色からより長波長発光の InGaN 成長で発生し、In凝集が原因

であることがわかっている[1,2]。加圧成長は、In 取り込みの駆動力の増加が成長温度の昇温を可

能とし、結果として表面平坦性の改善と高 In組成 InGaN 結晶成長に有効である。 
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